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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 10 2007 037 798.5-33

hat der 23. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die mindliche Verhandlung vom 11. Juni 2015 unter Mitwirkung des Vorsitzenden
Richters Dipl.-Phys. Dr. StroRner und der Richter Dipl.-Phys. Dr. Friedrich, Dipl.-
Phys. Dr. Zebisch und Dr. Himmelmann
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05.11



beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

Grinde

Die vorliegende Anmeldung mit dem Aktenzeichen 10 2007 037 798.5-33 und der
Bezeichnung ,Anordnung von Halbleiterchips mit integrierter Schaltung und Ver-
fahren zum Fertigen derselben“ wurde am 10. August 2007 von der Firma Q...-

... GmbH beim Deutschen Patent- und Markenamt angemeldet. Gleich-

zeitig mit der Anmeldung wurde Prifungsantrag gestellt. Mit Schriftsatz vom
14. November 2008, am selben Tag beim Deutschen Patent- und Markenamt ein-
gegangen, wurde fir die Anmeldung die Prioritat US 11/830,614 vom 30. Juli 2007
in Anspruch genommen. Mit einer Eingabe vom 11. Oktober 2007 wurden vor-
schriftsmallige Zeichnungen eingereicht, welche zusammen mit den Ubrigen Un-
terlagen am 26. Februar 2009 mit der DE 10 2007 037 798 Al offengelegt wurden.

Die Priufungsstelle fir Klasse HOLL hat in ihrem Erstbescheid vom
12. Februar 2008 auf den Stand der Technik gemaf3 den folgenden Druckschriften

verwiesen:

D1 US 2005/0 266 614 A1,
D2 US 2002/0 195 697 A1,
D3 US 2005/0 170 600 Al.



Sie hat in diesem Bescheid auf Mangel in der Anmeldung hingewiesen und aus-
gefuhrt, dass die beanspruchten Gegenstande und Verfahren gegeniber diesem

Stand der Technik nicht patentfahig seien.

Die Anmelderin hat dem in einer Eingabe vom 18. Juli 2008, mit der sie auch ei-
nen neuen Satz Patentanspriche eingereicht hat, zumindest im Hinblick auf diese

neuen Patentanspriche in allen Punkten widersprochen.

Am 25. Mai 2009 ist die Anmeldung auf die Q... AG umgeschrieben worden.

Fir diese hatte das AG Minchen mit Beschluss vom 23. Januar 2009
(1501 IN 209/09 — vgl. AG Minchen HRB 152545) Herrn Rechtsanwalt ....

J... zum vorlaufigen Insolvenzverwalter Uber ihr Vermogen bestimmt

und zugleich angeordnet, dass die Anmelderin/Insolvenzschuldnerin Verfigungen
nur mit Zustimmung des vorlaufigen Insolvenzverwalters vornehmen darf (AG
Minchen HRB 152545). Mit Beschluss vom 1. April 2009 (1542 IN 209/09 — Kopie
Bl. 19 d.A.) hatte das A... Minchen das Insolvenzverfahren Uber das Vermdgen
der Q... AG eroéffnet.

Am 26. Juni 2009 hat Herr J... den Patentanwélten W... eine All-
gemeine Vollmacht (Nr. 504/09 — Kopie Bl. 18 d.A.) erteilt.

Mit Schriftsatzen vom 5. und vom 13. Juli 2011 (Bl. 14 d.A.) wurde ein Vertreter-
wechsel auf die Patentanwalte W... angezeigt und zugleich mitgeteilt,

dass die Anmelderin das Prifungsverfahren mit einem geanderten Patentbegeh-
ren fortsetzen mochte. Unter Hinweis auf bendtigte Bearbeitungszeit haben die
Patentanwalte aul3erdem darum gebeten, das Verfahren bis zum 15. August 2011

auszusetzen.



Mit Schriftsatz vom 27. Juni 2012 hat die Prufungsstelle fir Klasse HO1L zwei wei-
tere Druckschriften

D4 US 6376904 B1 und
D5 US 2004/0 015 807 Al

als Stand der Technik genannt und ausgefuhrt, dass auch die Gegenstande und
Verfahren der zu diesem Zeitpunkt geltenden Patentanspriiche nicht patentfahig
seien. Mit diesem Schriftsatz ist auch eine Ladung zur AnhOrung am
9. August 2012 erfolgt, welche an diesem Tag auch durchgefiihrt wurde, und in

deren Verlauf die Anmelderin abermals neue Anspruchssatze eingereicht hat.

Im Nachgang zu dieser Anhorung hat die Anmelderin den Ansichten der Pri-
fungsstelle mit Schriftsatz vom 21. September 2012 erneut widersprochen und
einen neuen Anspruchssatz als Hilfsantrag eingereicht, der dann genau wie auch
der in der Anhérung als Hauptantrag Uberreichte Anspruchssatz mit Beschluss
vom 31. Oktober 2012 wegen fehlender Patentfahigkeit des Gegenstands des An-
spruchs 1 auf Grund mangelnder erfinderischer Tatigkeit (8 4 PatG) zurlickgewie-

sen wurde.

In der elektronischen Akte des DPMA findet sich eine PDF-Datei mit der Bezeich-

nung ,Zurickweisungsbeschluss - Signiert* und eine Signaturdatei ,SIG-1.

Gegen diesen, dem Vertreter des Insolvenzverwalters Herrn J... am

5. November 2012 zugestellten Beschluss hat der Vertreter des Insolvenzverwal-
ters vor dem Deutschen Patent- und Markenamt mit Schriftsatz vom
12. November 2012, am 15. November 2012 beim Deutschen Patent- und Mar-
kenamt eingegangen, fristgemal Beschwerde eingelegt, welche sie mit Schriftsatz
vom 2. Juni 2015 begrundet hat. Mit dieser Begriindung hat sie drei weitere Satze

Patentanspriiche eingereicht.



Am 8. Juni 2015 wurde die Anmeldung auf die I... AG umge-
schrieben, wobei der in der Patentrolle eingetragene Vertreter unverandert geblie-

ben ist.

Zu Beginn der mundlichen Verhandlung am 11. Juni 2015 hat der Vertreter des
Insolvenzverwalters Uber das Vermdgen der Q... AG, Herrn J..., seine
Zustimmung dazu erklart, dass die Inhaberin der Patentanmeldung, die |I...

... AG, berechtigt ist, an Stelle des bisherigen Beschwerdefihrers,

Herrn J..., das Beschwerdeverfahren zu tibernehmen.

In der miindlichen Verhandlung hat der Senat die Druckschrift

D6 US 2005/0 258 528 Al

als weiteren relevanten Stand der Technik eingefuhrt und ausgefuhrt, dass diese
die Patentfahigkeit des Gegenstands des Anspruchs 1 des vor der mindlichen
Verhandlung eingereichten Hilfsantrags Il in Frage stellen durfte. Die Anmelderin
hat den Ausfiihrungen des Senats beziglich der Patentfahigkeit der beanspruch-

ten Gegenstande und Verfahren widersprochen und beantragt:

1.
Den Beschluss der Prifungsstelle fir Klasse HO1L vom 31. Oktober 2012

aufzuheben:;

2.a) Hauptantrag

Ein Patent zu erteilen

mit der Bezeichnung ,Anordnung von Halbleiterchips mit integrierter Schal-
tung und Verfahren zum Fertigen derselben®,

dem Anmeldetag 10. August 2007 unter Inanspruchnahme der Prioritat
US 11/830,614 vom 30. Juli 2007

auf der Grundlage folgender Unterlagen:



Patentanspriche 1 bis 11 vom 2. Juni 2015, eingegangen am
2. Juni 2015;

Beschreibungsseiten 1 bis 3 vom 2. Juni 2015, eingegangen am
2. Juni 2015;

Beschreibungsseiten 4 bis 21, eingegangen beim Deutschen Patent-
und Markenamt am 10. August 2007;

Zeichenblatter 1/11 bis 11/11 vom 11. Oktober 2007, eingegangen
beim Deutschen Patent- und Markenamt am 12. Oktober 2007;

2.b) Hilfsantrag |

Hilfsweise vorgenanntes Patent zu erteilen auf der Grundlage folgender Un-

terlagen:

Patentanspriche 1 bis 12 vom 2. Juni 2015, eingegangen am
2. Juni 2015;

Beschreibungsseiten 1 bis 3 vom 2. Juni 2015, eingegangen am
2. Juni 2015;

Beschreibungsseiten 4 bis 21, eingegangen beim Deutschen Patent-
und Markenamt am 10. August 2007,

Zeichenblatter 1/11 bis 11/11 vom 11. Oktober 2007, eingegangen
beim Deutschen Patent- und Markenamt am 12. Oktober 2007;

2.c) Hilfsantrag |l

Hilfsweise vorgenanntes Patent zu erteilen auf der Grundlage folgender Un-

terlagen:

Patentanspriche 1 bis 7 vom 2.Juni2015, eingegangen am
2. Juni 2015;

Beschreibungsseiten 1 bis 3 vom 2. Juni 2015, eingegangen am
2. Juni 2015;

Beschreibungsseiten 4 bis 21, eingegangen beim Deutschen Patent-
und Markenamt am 10. August 2007;



- Zeichenblatter 1/11 bis 11/11 vom 11. Oktober 2007, eingegangen
beim Deutschen Patent- und Markenamt am 12. Oktober 2007;

2.d) Hilfsantrag IlI
Hilfsweise vorgenanntes Patent zu erteilen auf der Grundlage folgender Un-
terlagen:

- Patentanspriche 9 bis 12 gemaf Hilfsantrag | als umnummerierte Pa-

tentanspriche 1 bis 4 mit noch anzupassender Beschreibung.

Der geltende Anspruch 1 nach Hauptantrag lautet (Gliederung bei unverandertem

Wortlaut eingefiigt):

,1. Anordnung (180; 300) von Halbleiterchips mit integrierter Schaltung um-
fassend

1.1 eine erste Unteranordnung (102; I) mit

1.1.1 einem ersten Halbleiterchip (104; 202l),

1.1.1.1 der eine erste Oberflache (106) und eine zweite Oberflache (108)
aufweist,

1.1.1.2 wobei an einem Rand der ersten Oberflache eine erste elektrische
Kopplungsstelle (110; 204fl) ausgebildet ist, und

1.1.2 einem zweiten Halbleiterchip (112; 206l),

1.1.2.1 der eine erste Oberflache (114) und eine zweite Oberflache (116)
aufweist,

1.1.2.2 wobei an einem Rand der ersten Oberflache eine zweite elektrische
Kopplungsstelle (118; 208fl) ausgebildet ist,

1.1.3 wobei die zweite Oberflache des zweites Halbleiterchips (112; 206I)
auf der ersten Oberflache des ersten Halbleiterchips (104; 202l) an-
geordnet ist, derart, dass

1.1.3.1 der Rand mit der zweiten elektrischen Kopplungsstelle (118; 208fl)
gegenuber dem Rand mit der ersten elektrischen Kopplungsstelle

(110; 204fl) zuriickversetzt ist, sodass



1.1.3.2 die erste elektrische Kopplungsstelle (110; 204fl) zumindest teil-
weise freiliegt, wobei

1.1.3.3 die erste elektrische Kopplungsstelle (110; 2041) und die zweite
elektrische Kopplungsstelle (118; 208fl) tGber einen Bonddraht (120;
214f1l) direkt elektrisch verbunden sind, und

1.2 eine zweite Unteranordnung (102'; II) mit

1.2.1 einem dritten Halbleiterchip (104"; 202Il),

1.2.1.1 der eine erste Oberflache und eine zweite Oberflache (108" auf-
weist,

1.2.1.2 wobei an einem Rand der ersten Oberflache eine dritte elektrische
Kopplungsstelle (110'; 204all) ausgebildet ist, und

1.2.2 einem vierten Halbleiterchip (112'; 206lI),

1.2.2.1 der eine erste Oberflache und eine zweite Oberflache aufweist,

1.2.2.2 wobei an einem Rand der ersten Oberflache eine vierte elektrische
Kopplungsstelle (118'; 208all) ausgebildet ist,

1.2.3 wobei die zweite Oberflache des vierten Halbleiterchips (112'; 206ll)
auf der ersten Oberflache des dritten Halbleiterchips (104'; 202Il) an-
geordnet ist, derart, dass

1.2.3.1 der Rand mit der vierten elektrischen Kopplungsstelle (118'; 208all)
gegentber dem Rand mit der dritten elektrischen Kopplungsstelle
(110'; 204all) zuruckversetzt ist, sodass

1.2.3.2 die dritte elektrische Kopplungsstelle (110'; 204all) zumindest teil-
weise freiliegt, wobei

1.2.3.3 die dritte elektrische Kopplungsstelle (110'; 204all) und die vierte
elektrische Kopplungsstelle (118'; 208all) Uber einen Bonddraht
(120"; 214all) direkt elektrisch verbunden sind,

1.6 wobei die zweite Unteranordnung (102"; 1) auf der ersten Unteranord-
nung (102; 1) angeordnet ist,

1.6.1 indem die zweite Oberflache des dritten Halbleiterchips (104'; 202ll)
auf der ersten Oberflache des zweiten Halbleiterchips (112; 206l)

angeordnet ist, derart,



1.6.2 dass der dem Rand mit der dritten elektrischen Kopplungsstelle (110"
204all) gegenuberliegende Rand gegenuber dem Rand mit der zwei-
ten elektrischen Kopplungsstelle (118; 208fl) zuriickversetzt ist,

1.6.3 sodass die zweite elektrische Kopplungsstelle (118; 208fl) zumindest
teilweise freiliegt, und

1.6.4 dass der dem Rand mit der vierten elektrischen Kopplungsstelle (118",
208all) gegenuberliegende Rand den dem Rand mit der dritten
elektrischen Kopplungsstelle (110'; 204all) gegentberliegenden
Rand Uberragt,

1.6.5 sodass die zweite elektrische Kopplungsstelle (118; 208fl) zumindest

teilweise Uberkragt ist.”

Der nebengeordnete Anspruch 9 des Hilfsantrags I, der ein Herstellungsverfah-

ren betrifft, lautet (Gliederung bei unverandertem Wortlaut eingefiigt):

,9. Verfahren zum Herstellen einer Anordnung (300) Halbleiterchips mit inte-
grierter Schaltung umfassend

9.1 Bereitstellen einer ersten, zweiten und dritten Unteranordnung (I; 11; 111),

wobei

9.1.1 die erste Unteranordnung (1) einen ersten Halbleiterchip (2021) und einen
zweiten Halbleiterchip (2061) aufweist, wobei

9.1.1.1 der erste Halbleiterchip (202l) eine erste Oberflache und eine zweite
Oberflache aufweist, wobei

9.1.1.2 an einem Rand der ersten Oberflache erste elektrische Kopplungs-
stellen (204fl) ausgebildet sind, und wobei

9.1.1.3 der zweite Halbleiterchip (2061) eine erste Oberflache und eine zweite
Oberflache aufweist, wobei

9.1.1.4 an einem Rand der ersten Oberflache zweite elektrische Kopplungs-
stellen (208fl) ausgebildet sind,

9.1.1.5 wobei die zweite Oberflache des zweiten Halbleiterchips (2061) auf der

ersten Oberflache des ersten Halbleiterchips (202I) angeordnet ist, der-
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art, dass der Rand mit den zweiten elektrischen Kopplungsstellen
(208fl) gegeniuiber dem Rand mit den ersten elektrischen Kopplungs-
stellen (204fl) zurtickversetzt ist, sodass

9.1.1.6 die ersten elektrischen Kopplungsstellen (204fl) zumindest teilweise
freiliegen, wobei

9.1.1.7 die ersten elektrischen Kopplungsstellen (2041) und die zweiten elektri-
schen Kopplungsstellen (208fl) jeweils Gber einen Bonddraht (214fl) di-
rekt elektrisch verbunden sind, wobei

9.1.2 die zweite Unteranordnung (ll) einen dritten Halbleiterchip (20211) und ei-
nen vierten Halbleiterchip (20611) aufweist, wobei

9.1.2.1 der dritte Halbleiterchip (202l11) eine erste Oberflache und eine zweite
Oberflache aufweist, wobei

9.1.2.2 an einem Rand der ersten Oberflache dritte elektrische Kopplungs-
stellen (204all) ausgebildet sind, und wobei

9.1.2.3 der vierte Halbleiterchip (206ll) eine erste Oberflache und eine zweite
Oberflache aufweist, wobei

9.1.2.4 an einem Rand der ersten Oberflache vierte elektrische Kopplungs-
stellen (208all) ausgebildet sind, wobei

9.1.2.5 die zweite Oberflache des vierten Halbleiterchips (20611) auf der ersten
Oberflache des dritten Halbleiterchips (20211) angeordnet ist, derart,
dass der Rand mit den vierten elektrischen Kopplungsstellen (208all)
gegenuber dem Rand mit den dritten elektrischen Kopplungsstellen
(204all) zurtickversetzt ist, sodass

9.1.2.6 die dritten elektrischen Kopplungsstellen (204all) zumindest teilweise
freiliegen, wobei

9.1.2.7 die dritten elektrischen Kopplungsstellen (204all) und die vierten
elektrischen Kopplungsstellen (208all) jeweils Uber einen Bonddraht
(214all) direkt elektrisch verbunden sind, wobei

9.1.3 die dritte Unteranordnung (Ill) einen funften Halbleiterchip (202I1l) und

einen sechsten Halbleiterchip (206l1l) aufweist, wobei
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9.1.3.1 der funfte Halbleiterchip (202lIl) eine erste Oberflache und eine zweite
Oberflache aufweist, wobei

9.1.3.2 an einem Rand der ersten Oberflache flinfte elektrische Kopplungs-
stellen (204flIl) ausgebildet sind, wobei

9.1.3.3 der sechste Halbleiterchip (206lll) eine erste Oberflache und eine
zweite Oberflache aufweist, wobei

9.1.3.4 an einem Rand der ersten Oberflache sechste elektrische Kopplungs-
stellen (208flIl) ausgebildet sind wobe

9.1.3.5 die zweite Oberflache des sechsten Halbleiterchips (206lI1l) auf der ers-
ten Oberflache des funften Halbleiterchips (20211l) angeordnet ist, der-
art, dass der Rand mit den sechsten elektrischen Kopplungsstellen
(208flll) gegentiber dem Rand mit den flnften elektrischen Kopplungs-
stellen (204flll) zurtickversetzt ist, sodass

9.1.3.6 die funften elektrischen Kopplungsstellen (204flll) zumindest teilweise
freiliegen, wobei

9.1.3.7 die funften elektrischen Kopplungsstellen (204flll) und die sechsten
elektrischen Kopplungsstellen (208flll) jeweils Uber einem Bonddraht
(2141111) direkt elektrisch verbunden sind;

9.2 Bereitstellen eines Tragers (302) mit

9.2.1 einer Oberflache, die eine Reihe erster Tragerkopplungsstellen (310a)
und eine Reihe zweiter Tragerkopplungsstellen (310b) aufweist;

9.3 Befestigen der ersten Unteranordnung (I) an der Oberflache des Tragers
(302);

9.4 direktes elektrisches Verbinden der ersten Tragerkopplungsstellen (310a)
mit den ersten elektrischen Kopplungsstellen (204fl) jeweils Uber einen
Bonddraht (322a);

9.5 Stapeln der zweiten Unteranordnung (Il) auf der ersten Unteranordnung
(), wobei

9.5.1 die zweite Oberflache des dritten Halbleiterchips (202Il) auf der ersten
Oberflache des zweiten Halbleiterchips (2061) angeordnet ist, derart,

dass
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9.5.2 der dem Rand mit den dritten elektrischen Kopplungsstellen (204all) ge-
genuberliegende Rand gegenuber dem Rand mit den zweiten elektri-
schen Kopplungsstellen (208fl) zurlickversetzt ist, wobeli

9.5.3 die zweiten elektrischen Kopplungsstellen (208fl) zumindest teilweise
freiliegen, und dass

9.5.4 der dem Rand mit den vierten elektrischen Kopplungsstellen (208all)
gegenuberliegende Rand den dem Rand mit den dritten elektrischen
Kopplungsstellen (204all) gegentiberliegenden Rand tberragt, wobei

9.5.5 die zweiten elektrischen Kopplungsstellen (208fl) zumindest teilweise
Uberkragt ist;

9.6 direktes elektrisches Verbinden der zweiten Tragerkopplungsstellen (310b)
mit den dritten elektrischen Kopplungsstellen (204all) jeweils tber einen
Bonddraht (324a);

9.7 Stapeln der dritten Unteranordnung (Ill) auf der zweiten Unteranordnung
(1), wobei

9.7.1 die zweite Oberflache des funften Halbleiterchips (202IIl) auf der ersten
Oberflache des vierten Halbleiterchips (20611) angeordnet ist, derart,
dass

9.7.2 der dem Rand mit den fiinften elektrischen Kopplungsstellen (204fllI)
gegenuberliegende Rand gegenuber dem Rand mit den vierten elektri-
schen Kopplungsstellen (208all) zuriickversetzt ist, wobei

9.7.3 die vierten elektrischen Kopplungsstellen (208all) zumindest teilweise
freiliegen, und dass

9.7.4 der dem Rand mit den sechsten elektrischen Kopplungsstellen (208flll)
gegenuberliegende Rand den dem Rand mit der finften elektrischen
Kopplungsstellen (204flll) gegentberliegenden Rand tberragt, wobei

9.7.5 die vierten elektrischen Kopplungsstellen (208all) zumindest teilweise
Uberkragt sind; und

9.8 direktes elektrisches Verbinden der ersten Tragerkopplungsstellen (310a)
mit den flnften elektrischen Kopplungsstellen (204flll) jeweils tber ei-
nen Bonddraht (322D).
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Anspruch 1 des Hilfsantrags Il lautet (Gliederung bei unverandertem Wortlaut
eingefugt):

1. Anordnung (100; 140; 150; 160; 175; 180; 190) von Halbleiterchips mit in-
tegrierter Schaltung, umfassend

1.1 einen Stapel (102; 102") mit einem ersten Halbleiterchip (104; 104") und
einem zweiten Halbleiterchip (112; 122"), der auf dem ersten Halb-
leiterchip (104; 104*) angeordnet ist, wobei

1.2 der erste Halbleiterchip (104; 104%) eine erste Oberflache (106) und eine
zweite Oberflache (108) aufweist, wobei

1.3 eine erste elektrische Kopplungsstelle (110; 110%) auf der ersten Oberfla-
che (106) des ersten Halbleiterchips (104; 104*) angeordnet ist, wobei

1.4 der zweite Halbleiterchip (112; 122*) eine erste Oberflache (114) und eine
zweite Oberflache (116) aufweist, wobei

1.5 eine zweite elektrische Kopplungsstelle (118; 118“) auf der ersten Ober-
flache (114) des zweiten Halbleiterchips (112) angeordnet ist, wobei

1.6 der zweite Halbleiterchip (112; 112“) auf den ersten Halbleiterchip (104;
104%) gestapelt ist, derart, dass die erste Oberflache (106) des ersten
Halbleiterchips (104) und die erste Oberflache (114) des zweiten Halb-
leiterchips (112) einander zugewandt sind und die erste elektrische
Kopplungsstelle (110; 110”) an der ersten Oberflache (106) des ersten
Halbleiterchips (104; 104") zumindest teilweise freiliegt, und

1.7 wobei die erste elektrische Kopplungsstelle (110; 110“) und die zweite
elektrische Kopplungsstelle (118; 118") direkt elektrisch verbunden
sind;

1.8 und weiter umfassend einen Halbleiterchipaufbau (122; 104°; 164; 122),
der auf dem zweiten Halbleiterchip (112; 112“) des Stapels (102; 102%)
angeordnet ist, derart, dass eine Ausnehmung (132) gebildet ist, wobei

1.9 die erste elektrische Kopplungsstelle (110; 110*) auf der ersten Oberflache
(106) des ersten Halbleiterchips (104; 104%) in der Ausnehmung (132)

angeordnet ist.”
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Anspruch 1 des Hilfsantrags lll ist zu Anspruch 9 des Hilfsantrags | identisch.

Hinsichtlich des weiteren selbstandigen Anspruchs 1 des Hilfsantrags | sowie der
den selbstandigen Ansprichen der vier Antrage untergeordneten Anspriiche 2 bis
11, 2 bis 8 und 10 bis 12, 2 bis 7 bzw. 2 bis 4 wird ebenso wie hinsichtlich der wei-

teren Einzelheiten auf den Akteninhalt verwiesen.

Die form- und fristgerecht erhobene Beschwerde der Anmelderin ist zulassig, er-
weist sich aber nach dem Ergebnis der muindlichen Verhandlung vom
11. Juni 2015 als nicht begrtindet, weil die Lehre des Anspruchs 1 des Hauptan-
trags gegeniber der der Druckschrift D2 nicht mehr neu ist (8 3 PatG), die Lehre
des Anspruchs 9 des Hilfsantrags | gegenuber der Zusammenschau der Druck-
schriften D2 und D6 auf keiner erfinderischen Tatigkeit des Fachmanns beruht
(8 4 PatG), die Lehre des Anspruchs 1 des Hilfsantrags Il gegentber der der
Druckschrift D6 nicht mehr neu ist (8 3 PatG) und die Lehre des Anspruchs 1 des
Hilfsantrags Il wie die des gleichlautenden Anspruchs 9 des Hilfsantrags | zu be-

urteilen ist, so dass die Lehren all dieser Anspriiche nicht patentfahig sind.

1. Da das vorliegende Verfahren die Anmeldung eines Patents, das zur Insol-
venzmasse der Q... AG gehort hat, betrifft, ist die von der Anmelde-

rin/Insolvenzschuldnerin erteilte Prozessvollmacht nach Eréffnung des Insolvenz-
verfahrens am 1. April 2009 gemafl 8§ 117 Abs. 1 InsO erloschen und die Anmel-
derin hat zugleich gemaf § 80 Abs. 1 InsO die Verfahrensfiihrungsbefugnis verlo-
ren. Zudem ist das Verfahren gemaf 8§ 240 ZPO i.V.m. § 99 Abs. 1 PatG unter-

brochen worden.

Die Unterbrechung nach 8§ 240 ZPO endet durch die Aufnahme des Verfahrens
gemal 8 99 Abs. 1 PatG i.V.m. 8 250 ZPO analog. Die Aufnahme des Verfahrens
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(8 250 ZPO, § 99 Abs. 1 PatG) ist eine prozessuale Willenserklarung, die zwar
auch konkludent erfolgen kann, den Willen zur Fortsetzung des Verfahrens aber
zweifelsfrei erkennen lassen muss (BGH WM 1983, 401, BGH NJW 1995, 2171,
Uhlenbruck/Mock, InsolvenzO, 14. Aufl., 8 85 Rd. 149; Zdller, ZPO, 30. Aufl,,
§ 250 Rd. 3; Braun, InsO, 6. Aufl., 8 85 Rd. 3). Die Aufnahmeerklarung muss in
personlicher Hinsicht zudem eindeutig als solche des Insolvenzverwalters erkenn-

bar sein.

Der Insolvenzverwalter hat am 26. Juni 2009 die Patentanwélte W ...

bevollméachtigt. Durch Anzeige der Vertretung unter Hinweis auf die AV Nr. 504/09
im Schriftsatz vom 13. Juli 2011 (BIl. 14 d.A.) und den damit verbundenen Hinweis,
dass die Anmelderin das Prufungsverfahren mit einem geénderten Patentbegeh-
ren fortsetzen mochte, haben sie im Namen des Insolvenzverwalters die Auf-
nahme des unterbrochenen Verfahrens analog § 250 ZPO i. V. m. § 99 Abs. 1
PatG erklart. In dem Schriftsatz benennen die Anwélte zwar die ,Anmelderin® als
diejenige, die das Verfahren fortsetzen wolle, durch den Hinweis auf die vom In-
solvenzverwalter erteilte AV Nr. 504/09 wird aber hinreichend deutlich, dass sie im
Namen des Insolvenzverwalters handeln wollen und die Weiterfihrung des Ver-

fahrens in dessen Namen begehren.

In sachlicher Hinsicht haben sie zwar einerseits erklart, dass sie das Verfahren
Jfortsetzen“ wollen, andererseits haben sie aber auch dessen ,Aussetzung® be-
gehrt. Durch den Hinweis auf die bendtigte Arbeitszeit und die explizite Benen-
nung einer Bearbeitungsfrist wird aber deutlich, dass sie eine Weiterbetreibung
des Verfahrens ab dem angegebenen Zeitpunkt, dem 15. August 2011, begehrt
haben. Der Erklarung vom 13. Juli 2011 ist somit mit hinreichender Deutlichkeit zu
entnehmen, dass das unterbrochene Verfahren in entsprechender Anwendung
von 8 250 ZPO, § 99 Abs. 1 PatG am 15. August 2011 wieder aufgenommen und

die Unterbrechung beendet werden soll.
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Der Beschluss der Prufungsstelle fur Klasse HO1L des Deutschen Patent- und
Markenamtes vom 31. Oktober 2012 war damit in dieser Hinsicht formell rechtma-

Big, da er erst nach dem Ende der Unterbrechung ergangen ist.

2. Die in der elektronischen Akte des DPMA als ,Zurickweisungsbeschluss - Sig-
niert bezeichnete PDF-Datei enthélt, ebenso wie die Dokumentanzeige in der
Signaturdatei, mehrere Beschlusstexte, so dass eine prazise Bestimmung der Ur-
schrift ebenso wie die Zuordnung der Signatur problematisch ist. Da der Tenor
und die Grinde der mehrfach vorhandenen Beschlusstexte jedoch lbereinstim-
men, ist der Inhalt der Entscheidung, die mit einer qualifizierten Signatur versehen
werden sollte, zumindest bestimmbar (vgl. BPatG BIPMZ 2014, 355, 356 - Anord-
nung zur Erfassung von Beruhrungen auf einer Tragerplatte), weshalb der Senat
keine Veranlassung sieht, das Verfahren nach 8§ 79 Abs. 3 PatG an das Deutsche

Patent- und Markenamt zurtickzuverweisen.

3. In der mundlichen Verhandlung hat nach der Umschreibung der Patentanmel-
dung auf die I... AG am 8. Juni 2015 der in der Patentrolle ein-

getragene Vertreter der nunmehrigen Patentanmelderin, der zugleich Vertreter
des bis zu diesem Zeitpunkt am Verfahren vor dem Bundespatentgericht als Be-
schwerdeflihrer beteiligten Insolvenzverwalters der Q... AG ist, erklart, dass

die neue Patentanmelderin an Stelle des bisherigen Beschwerdefuhrers in das
Verfahren eintreten mochte, womit der bisherige Beschwerdefiihrer einverstanden
ist. Damit ist nunmehr die I... AG Beschwerdefiihrerin. Den

Nachweis einer Vollmacht des Vertreters der neuen Beschwerdefiihrerin brauchte
es nach 8 97 Abs. 6 Satz 2 PatG nicht, da im Falle des Auftretens eines Patent-
anwalts davon auszugehen ist, dass dieser auch ausreichend bevollmé&chtigt ist,
sofern keine anderweitigen Hinweise bestehen, welche aber im vorliegenden Fall

nicht bestanden haben.
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4. Die Anmeldung betrifft eine Anordnung von Halbleiterchips mit integrierter
Schaltung und ein Verfahren zum Fertigen derselben (vgl. S. 1, Z. 6 bis 8 der gel-
tenden Beschreibung des Hilfsantrags I).

Auf dem Gebiet integrierter Schaltungen gibt es einen Bedarf, die Halbleiter-
chipdichte innerhalb eines einzigen Bausteins zu erhdhen, wahrend bestehende
Standards hinsichtlich Bausteinabmessungen und Bausteinstandflache beibehal-
ten werden (vgl. S. 3, Z. 6 bis 10 der geltenden Beschreibung des Hauptantrags).
Auf diese Weise kann bei Halbleiterspeichern beispielsweise die Speicherkapazi-
tat eines Speicherbausteins erhoht werden. Dazu wurden im Stand der Technik
Halbleiterchips in unterschiedlicher Weise (ibereinandergestapelt. Beim Uberei-
nanderstapeln ist jedoch immer zu beachten, dass die einzelnen Chips kontaktiert
und elektrisch miteinander oder mit einem Trager verbunden werden mussen. Ge-
schieht dies durch Bonddrahte, so missen die Kontaktstellen an den Chips im
Stapel freiliegen. Die Halbleiterchips nach dem Stand der Technik weisen deshalb
Ausnehmungen auf oder werden derart versetzt zueinander gestapelt, dass die
Kontaktierflachen freiliegen, um so ein leitfahiges Verbinden zu ermdglichen (vgl.

S. 1, Z. 8 bis 42 der geltenden Beschreibung des Hauptantrags).

Hiervon ausgehend liegt der Anmeldung nach Angabe der geltenden Beschrei-
bung als technisches Problem die Aufgabe zugrunde, eine Anordnung von Halb-
leiterchips mit integrierter Schaltung und ein Verfahren zum Fertigen einer Anord-
nung von Halbleiterchips mit integrierter Schaltung mit verbesserten Charakteris-
tika zu schaffen (vgl. S. 1, Z. 46 bis S. 2, Z. 2 der geltenden Beschreibung des
Hilfsantrags 1). Dies bedeutet, dass eine Stapelanordnung von Halbleiterchips ge-
schaffen werden soll, bei der es besonders einfach und platzsparend mdglich ist,
die Halbleiterchips miteinander oder mit einem Trager elektrisch zu verbinden,

wobei die notwendigen Bonddréhte méglichst kurz sind.

Diese Aufgabe wird durch die Gegenstande und Verfahren der selbstéandigen An-

spriche des Hauptantrags und der Hilfsantrage gelost.
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Die in Anspruch 1 des Hauptantrags beanspruchte Ldsung ist in Fig. 3A der An-
meldung dargestellt. Diese besteht aus zwei Untereinheiten mit jeweils zwei Halb-
leiterchips. Beide Chips besitzen an ihrer Oberseite Kontaktstellen, welche freilie-
gen und miteinander mittels Bonddrahten verbunden sind. Um dies zu ermdgli-
chen, sind die Rander der Chips, an denen sich die Kontaktstellen befinden, ge-
geneinander verschoben, so dass die Kontaktstellen des unteren Chips freiliegen
und ihrerseits zusatzlich mittels eines Bonddrahtes kontaktiert werden konnen.
Diese beiden Untereinheiten sind Ubereinandergestapelt, wobei die obere Un-
tereinheit gegenuber der darunterliegenden um 180° gedreht ist. Damit liegen die
Kontaktstellen der oberen Untereinheiten auf der den Kontaktstellen der unteren
Untereinheit gegenulberliegenden Seite. Dies hat zur Folge, dass die Ver-
schiebung des jeweils oberen Chips in die jeweils andere Richtung erfolgt, so dass
die Anordnung schmaler gehalten werden kann als dies bei einer Anordnung ohne
Umdrehen der Chips moglich wéare. Zudem entsteht eine Ausnehmung, in der die
Kontaktstellen des oberen Chips der unteren Untereinheit liegen, so dass diese

geschutzt sind.

Anspruch 1 des Hauptantrags begrenzt die Anzahl der Chips nicht auf vier, son-
dern lasst auch mehr als vier Chips zu. Solche Anordnungen sind in den Fig. 9 bis
11 der Anmeldung gezeigt, wo sechs bzw. acht Halbleiterchips Ubereinanderge-
stapelt sind. Dort zeigen sich auch die in Fig. 3A nur schwer zu erkennenden Vor-
teile der geringen Breite der Anordnung und des Schutzes der Kontaktstellen der
unteren Chips durch die dariberliegenden deutlich. Die dort gezeigte gerade An-
zahl der Chips ergibt sich aus dem Aufbau der Anordnung aus Untereinheiten zu
jeweils zwei Chips. Jedoch ist Anspruch 1 des Hauptantrags nicht auf eine gerade
Anzahl von Halbleiterchips beschrankt.

Der in den Fig. 9 bis 11 gezeigte Aufbau liegt auch dem Verfahren nach An-
spruch 9 des Hilfsantrags | bzw. Anspruchs 1 des Hilfsantrags Il zugrunde. Dort
wird die Herstellung einer Anordnung mit mindestens sechs Halbleiterchips und

einem Trager beansprucht, wobei die Besonderheit darin besteht, dass die Halb-
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leiterchips als Untereinheiten mit jeweils zwei Halbleiterchips bereitgestellt wer-
den, welche zunéchst elektrisch mittels Bonddrahten miteinander verbunden wer-
den und erst dann auf einem Trager Ubereinandergestapelt werden, so dass die in

Fig. 10 der Anmeldung gezeigte Anordnung entsteht.

Anspruch 1 des Hilfsantrags Il beansprucht dagegen eine andere Losung, welche
in den Figuren 1A bis 1D und 2 der Anmeldung gezeigt wird. Dort wird ein Aufbau
beansprucht, der ebenfalls aus Untereinheiten besteht, die Ublicherweise zwei,
aber auch mehr als zwei Halbleiterchips enthalten kénnen. Wesentlich ist dabei,
dass der obere Chip als Flipchip auf dem unteren montiert ist. Dadurch ist eine
Verbindung der Kontaktstellen ohne Bonddraht moglich. Dieses Flipchipbonden
erfolgt aber derart, dass zumindest ein Teilbereich der Kontaktstellen des unteren
Chips freiliegt, so dass dort noch ein Drahtbonden moglich ist. Dieser freiliegende
Bereich wird aber vom weiteren Aufbau des Stapels Uberragt, so dass die Draht-

bondstellen auch dort in einer Ausnehmung liegen und somit geschiitzt sind.

5. Als zustandiger Fachmann zur Beurteilung der Erfindung ist hier ein im Bereich
der Halbleiterindustrie tatiger, berufserfahrener Physiker oder Ingenieur der Elek-
trotechnik mit Hochschul- oder Fachhochschulabschluss zu definieren, der Uber
gute Kenntnisse auf dem Gebiet der Herstellung und des Packaging von inte-

grierten Halbleiterbauelementen verfugt.

6. Sowohl die Gegenstande der Anspriche 1 des Hauptantrags und des Hilfsan-
trags Il als auch das Verfahren des Anspruchs 9 des Hilfsantrags | und des gleich-
lautenden Anspruchs 1 des Hilfsantrags Ill sind nicht patentfahig, da sie ge-
genuber dem ermittelten Stand der Technik entweder nicht neu (8 3 PatG) sind

oder auf keiner erfinderischen Tatigkeit des Fachmanns beruhen (8§ 4 PatG).

Bei dieser Sachlage kann die Erorterung der Zulassigkeit der Anspriche des
Hauptantrags und der Hilfsantrage dahingestellt bleiben (vgl. BGH GRUR 1991,
120, 121, 1.1 — ,Elastische Bandage®).
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6.1. Die Druckschrift D2 offenbart in Ubereinstimmung mit dem Wortlaut des An-
spruchs 1 des Hauptantrags eine

,1. Anordnung von Halbleiterchips mit integrierter Schaltung (vgl. die Bezeichnung:
L,Stacked Mass Storage Flash Memory Package” und Abs. [0045]: ,FIG. 21 is a
side view of an offset stacked multiple die device having two rearwardly offset dice
and one forwardly offset die connected to a substrate, in accordance with the in-

vention;”), umfassend

1.1 eine erste Unteranordnung (siehe Fig. 21, semiconductor dice 60A und 60 B)
mit

1.1.1 einem ersten Halbleiterchip (semiconductor die 60A),

1.1.1.1 der eine erste Oberflache (oben) und eine zweite Oberflache (unten) auf-
weist,

1.1.1.2 wobei an einem Rand der ersten Oberflache eine erste elektrische Kopp-
lungsstelle (bond pads 54A) ausgebildet ist, und

1.1.2 einem zweiten Halbleiterchip (semiconductor die 60B),

1.1.2.1 der eine erste Oberflache (oben) und eine zweite Oberflache (unten) auf-
weist,

1.1.2.2 wobei an einem Rand der ersten Oberflache eine zweite elektrische Kopp-
lungsstelle (bond pads 54B) ausgebildet ist,

1.1.3 wobei die zweite Oberflache des zweiten Halbleiterchips (60B) auf der ersten
Oberflache des ersten Halbleiterchips (60A) angeordnet ist (siehe die Anordnung
in Fig. 21), derart, dass

1.1.3.1 der Rand mit der zweiten elektrischen Kopplungsstelle (54B) gegentber
dem Rand mit der ersten elektrischen Kopplungsstelle (54A) zurlckversetzt ist
(siehe die Verschiebung des Chips 60B gegentber dem Chip 60A nach links), so-
dass

1.1.3.2 die erste elektrische Kopplungsstelle (54A) zumindest teilweise freiliegt
(siehe Fig. 21, wo eine Kontaktierung der Bondpads 54A mit einem Bonddraht

62A erfolgt, was nur maoglich ist, wenn diese zumindest teilweise freiliegen), und
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1.2 eine zweite Unteranordnung (siehe Fig. 21, semiconductor dice 60C und 60D)
mit

1.2.1 einem dritten Halbleiterchip (semiconductor die 60C),

1.2.1.1 der eine erste Oberflache (oben) und eine zweite Oberflache (unten) auf-
weist,

1.2.1.2 wobei an einem Rand der ersten Oberflache eine dritte elektrische Kopp-
lungsstelle (bond pads 54C) ausgebildet ist, und

1.2.2 einem vierten Halbleiterchip (semiconductor die 60D),

1.2.2.1 der eine erste Oberflache (oben) und eine zweite Oberflache (unten) auf-
weist,

1.2.2.2 wobei an einem Rand der ersten Oberflache eine vierte elektrische Kopp-
lungsstelle (bond pads 54D) ausgebildet ist,

1.2.3 wobei die zweite Oberflache des vierten Halbleiterchips (60D) auf der ersten
Oberflache des dritten Halbleiterchips (60C) angeordnet ist (siehe die Anordnung
in Fig. 21), derart, dass

1.2.3.1 der Rand mit der vierten elektrischen Kopplungsstelle (54D) gegenuber
dem Rand mit der dritten elektrischen Kopplungsstelle (54C) zurlickversetzt ist,
sodass

1.2.3.2 die dritte elektrische Kopplungsstelle (54C) zumindest teilweise freiliegt
(siehe Fig. 21, wo eine Kontaktierung der Bondpads 54C mit einem Bonddraht

62C erfolgt, was nur moglich ist, wenn diese zumindest teilweise freiliegen),

1.6 wobei die zweite Unteranordnung (60C, 60D) auf der ersten Unteranordnung
(60A, 60B) angeordnet ist (siehe Fig. 21),

1.6.1 indem die zweite Oberflache (unten) des dritten Halbleiterchips (60C) auf der
ersten Oberflache (oben) des zweiten Halbleiterchips (60B) angeordnet ist, derart,
1.6.2 dass der dem Rand mit der dritten elektrischen Kopplungsstelle (54C) ge-
genuberliegende Rand gegeniber dem Rand mit der zweiten elektrischen Kopp-
lungsstelle (54B) zurtickversetzt ist (siehe die Zurtickversetzung der rechten Seite
des Chips 60C gegeniiber der rechten Seite des Chips 60B),
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1.6.3 sodass die zweite elektrische Kopplungsstelle (54B) zumindest teilweise frei-
liegt, und

1.6.4 dass der dem Rand mit der vierten elektrischen Kopplungsstelle (54D) ge-
genuberliegende Rand den dem Rand mit der dritten elektrischen Kopplungsstelle
(54C) gegenuberliegenden Rand Uberragt (siehe die rechte Seite des Chips 60D,
die die rechte Seite des Chips 60C Uberragt),

1.6.5 sodass die zweite elektrische Kopplungsstelle (54B) zumindest teilweise
Uberkragt ist (die zweite Kopplungsstelle 54B liegt unter dem Chip 60D).

Aus der Fig. 21 der Druckschrift D2 ist eine Verbindung der Kontaktstellen (54A-D)
nur zum Trager (14) ersichtlich, nicht aber zwischen den Kontaktstellen zweier
Chips einer Unteranordnung, also beispielsweise zwischen den Kontaktstellen
54A und 54B oder 54C und 54D. Damit ist in Fig. 21 nicht offenbart, dass

1.1.3.3 die erste elektrische Kopplungsstelle und die zweite elektrische Kopp-
lungsstelle Uber einen Bonddraht direkt elektrisch verbunden sind, und

1.2.3.3 die dritte elektrische Kopplungsstelle und die vierte elektrische Kopplungs-
stelle Uber einen Bonddraht direkt elektrisch verbunden sind.

Jedoch geht Druckschrift D2 davon aus, dass auch solche Verbindungen vorhan-
den sein kdnnen. So wird eine Untereinheit, wie sie in Fig. 21 verwendet wird und
im Anspruch 1 des Hauptantrags beansprucht wird, auch in Fig. 13 der Druck-
schrift D2 offenbart. Fig. 13 zeigt, dass es sowohl Verbindungen der Kontaktstel-
len zum Trager (substrate 70), als auch zwischen den Kontaktstellen (54A, 54B)
der Chips der Untereinheit gibt. Dazu wird zum einen ganz allgemein ausgefuhrt,
dass in der Beschreibung nur Bonddrahte zwischen den Halbleiterchips und dem
Substrat beschrieben werden, dass aber die Vorrichtungen auch Bonddrahte zwi-
schen den Halbleiterchips aufweisen kénnen (vgl. Abs. [0056]: ,In this description,
bond wires will be described as being connected between a semiconductor die
and a substrate. It is to be understood that the wires are bonded to bond pads on

the semiconductor die and to conductive members such as metallization or a lead
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frame which may constitute all or part of the substrate. The device may also in-
clude semiconductor die-to-semiconductor die bonds.”). Zum anderen wird zu
Fig. 13 nochmals ausgefihrt, dass abhéngig vom Design der Vorrichtung auch
Verbindungen zwischen den Kontaktstellen der einzelnen Chips untereinander
vorhanden sein kdonnen (vgl. Abs. [0058]: ,If so dictated by the design of the de-
vice 50, certain bond pads 54A and 54B may also be conductively connected to
each other, i.e. on the same semiconductor die 60A or 60B, or from semiconductor
die 60A to semiconductor die 60B.”).

Der Fachmann wird diese Stellen so verstehen, dass beim Beispiel der Fig. 21
zwar nur Verbindungen zum Substrat gezeigt werden, aber auch Verbindungen
zwischen den Halbleiterchips 60A und 60B bzw. 60C und 60D vorhanden sind.
Damit sind fur die Vorrichtung aus Fig. 21 der Druckschrift D2 auch die Merkmale
1.1.3.3 und 1.2.3.3 bereits offenbart, so dass insgesamt der Gegenstand des An-
spruchs 1 des Hauptantrags in Druckschrift D2 offenbart ist, weshalb dieser nicht

neu (8 3 PatG) und damit nicht patentfahig ist.

6.2. Druckschrift D2 beschreibt die Herstellungsverfahren der in ihr gezeigten An-
ordnungen nicht naher. Jedoch geht aus der Tatsache, dass der in Fig. 21 ge-
zeigte Stapel existiert, und dieser auf irgendeine Weise hergestellt worden sein
muss, in Ubereinstimmung mit dem Wortlaut des Anspruchs 9 des Hilfsantrags |

ein

9. Verfahren zum Herstellen einer Anordnung Halbleiterchips mit integrierter
Schaltung (vgl. die Bezeichnung: ,Stacked Mass Storage Flash Memory Package*
und Abs. [0045]: ,FIG. 21 is a side view of an offset stacked multiple die device
having two rearwardly offset dice and one forwardly offset die connected to a sub-

strate, in accordance with the invention;”) hervor, umfassend

9.1 Bereitstellen einer ersten und zweiten Unteranordnung (siehe Fig. 21. Die ers-

te Unteranordnung umfasst die Chips 60 A und B, die zweite Unteranordnung die
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Chips 60 C und D. Die Einteilung in Unteranordnungen ist rein logischer Natur und
muss deshalb nicht in der Druckschrift beschrieben sein. Das Bereitstellen kann

auch erst beim Zusammensetzen des Stapels erfolgen.), wobei

9.1.1 die erste Unteranordnung (siehe Fig. 21, semiconductor dice 60A und 60 B)
einen ersten Halbleiterchip (semiconductor die 60A) und einen zweiten Halbleiter-
chip (semiconductor die 60B) aufweist, wobei

9.1.1.1 der erste Halbleiterchip (60A) eine erste Oberflache (oben) und eine zwei-
te Oberflache (unten) aufweist, wobei

9.1.1.2 an einem Rand der ersten Oberflache erste elektrische Kopplungsstellen
(bond pads 54 A) ausgebildet sind, und wobei

9.1.1.3 der zweite Halbleiterchip (60B) eine erste Oberflache (oben) und eine
zweite Oberflache (unten) aufweist, wobei

9.1.1.4 an einem Rand der ersten Oberflache zweite elektrische Kopplungsstellen
(bond pads 54B) ausgebildet sind,

9.1.1.5 wobei die zweite Oberflache des zweiten Halbleiterchips (60B) auf der ers-
ten Oberflache des ersten Halbleiterchips (60A) angeordnet ist, derart, dass der
Rand mit den zweiten elektrischen Kopplungsstellen (54B) gegeniiber dem Rand
mit den ersten elektrischen Kopplungsstellen (54A) zuriickversetzt ist (siehe die
Verschiebung des Chips 60B gegentiber dem Chip 60A nach links), sodass
9.1.1.6 die ersten elektrischen Kopplungsstellen (54A) zumindest teilweise freilie-
gen (siehe Fig. 21, wo eine Kontaktierung der Bondpads 54A mit einem Bonddraht
62A erfolgt, was nur mdglich ist, wenn diese zumindest teilweise freiliegen), wobei
9.1.1.7 die ersten elektrischen Kopplungsstellen (54A) und die zweiten elektri-
schen Kopplungsstellen (54B) jeweils Gber einen Bonddraht direkt elektrisch ver-
bunden sind (vgl. die Ausfihrungen zu den Merkmalen 1.1.3.3 und 1.2.3.3 des
Anspruchs 1 des Hauptantrags), wobei

9.1.2 die zweite Unteranordnung (siehe Fig. 21, semiconductor dice 60C und 60
D) einen dritten Halbleiterchip (semiconductor die 60C) und einen vierten Halb-

leiterchip (semiconductor die 60D) aufweist, wobei
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9.1.2.1 der dritte Halbleiterchip (60C) eine erste Oberflache (oben) und eine zwei-
te Oberflache (unten) aufweist, wobei

9.1.2.2 an einem Rand der ersten Oberflache dritte elektrische Kopplungsstellen
(bond pads 54C) ausgebildet sind, und wobei

9.1.2.3 der vierte Halbleiterchip (60D) eine erste Oberflache (oben) und eine zwei-
te Oberflache (unten) aufweist, wobei

9.1.2.4 an einem Rand der ersten Oberflache vierte elektrische Kopplungsstellen
(bond pads 54D) ausgebildet sind, wobei

9.1.2.5 die zweite Oberflache des vierten Halbleiterchips (60D) auf der ersten
Oberflache des dritten Halbleiterchips (60C) angeordnet ist, derart, dass der Rand
mit den vierten elektrischen Kopplungsstellen (54D) gegeniber dem Rand mit den
dritten elektrischen Kopplungsstellen (54C) zurtickversetzt ist (siehe die Verschie-
bung des Chips 60D gegenuber dem Chip 60C nach rechts), sodass

9.1.2.6 die dritten elektrischen Kopplungsstellen (54C) zumindest teilweise freilie-
gen (siehe Fig. 21, wo eine Kontaktierung der Bondpads 54C mit einem Bonddraht
62C erfolgt, was nur moglich ist, wenn diese zumindest teilweise freiliegen), wobei
9.1.2.7 die dritten elektrischen Kopplungsstellen (54C) und die vierten elektrischen
Kopplungsstellen (54D) jeweils Uber einen Bonddraht direkt elektrisch verbunden
sind (vgl. die Ausfihrungen zu den Merkmalen 1.1.3.3 und 1.2.3.3 des Anspruchs
1 des Hauptantrags),

9.2 Bereitstellen eines Tragers (substrate 14) mit
9.2.1 einer Oberflache, die eine Reihe erster Tragerkopplungsstellen (rechte Sei-
te) und eine Reihe zweiter Tragerkopplungsstellen (linke Seite) aufweist;

9.4 direktes elektrisches Verbinden der ersten Tragerkopplungsstellen (rechte Sei-
te) mit den ersten elektrischen Kopplungsstellen (54A) jeweils Uber einen Bond-
draht (bond wire 62A);
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9.6 direktes elektrisches Verbinden der zweiten Tragerkopplungsstellen (linke Sei-
te) mit den dritten elektrischen Kopplungsstellen (54C) jeweils Uber einen Bond-
draht (bond wire 62C).

Zudem zeigt Fig. 21 noch einige Merkmale des Ergebnisses des Ubereinander-
stapelns der Untereinheiten. Dieses besteht darin, dass

9.5.1 die zweite Oberflache (unten) des dritten Halbleiterchips (60C) auf der ersten
Oberflache (oben) des zweiten Halbleiterchips (60B) angeordnet ist, derart, dass
9.5.2 der dem Rand mit den dritten elektrischen Kopplungsstellen (54C) gegen-
Uberliegende Rand gegenuber dem Rand mit den zweiten elektrischen Kopp-
lungsstellen (54B) zuriickversetzt ist (siehe die Verschiebung des Halbleiterchips
60C gegenuber dem Halbleiterchip 60B nach links), wobei

9.5.3 die zweiten elektrischen Kopplungsstellen (54B) zumindest teilweise freilie-
gen (siehe Fig. 21, wo eine Kontaktierung der Bondpads 54B mit einem Bonddraht
62B erfolgt, was nur mdoglich ist, wenn diese zumindest teilweise freiliegen), und
dass

9.5.4 der dem Rand mit den vierten elektrischen Kopplungsstellen (54D) gegen-
Uberliegende Rand den dem Rand mit den dritten elektrischen Kopplungsstellen
(54C) gegeniiberliegenden Rand iiberragt (siehe das Uberragen des rechten
Rands von Chip 60D uber den rechten Rand von Chip 60C), wobei

9.5.5 die zweiten elektrischen Kopplungsstellen (54B) zumindest teilweise lber-
kragt sind (siehe die Lage der Bondpads 54B unterhalb des tberstehenden Teils
des Chips 60D).

Damit unterscheidet sich das Verfahren des Anspruchs 9 des Hilfsantrags | von
dem, welches sich aus Druckschrift D2 zwingend ergibt durch zwei wesentliche
Merkmalskomplexe. Der erste betrifft das Bereitstellen und elektrische Verbinden
einer dritten Untereinheit, welche in Fig. 21 der Druckschrift D2 nicht vorhanden ist
(Merkmale 9.1.3, 9.1.3.1 bis 9.1.3.7, 9.7.1 bis 9.7.5 und 9.8). Der zweite betrifft die
Art und Weise, wie die Chips zum Stapel zusammengefligt werden. So werden die
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Chips gemafd den Merkmalen 9.3, 9.5 und 9.7 nicht einzeln Ubereinandergesta-
pelt, sondern es werden die Untereinheiten, welche zwei Chips umfassen, auf

dem Trager oder auf einer anderen Unteranordnung gestapelt.

Diese Unterschiede beruhen aber auf keiner erfinderischen Tatigkeit.

So ist die Lehre der Druckschrift D2 nicht auf vier Halbleiterchips beschrankt.
Druckschrift D2 gibt an mehreren Stellen zwei oder mehr Halbleiterchips an und
an einer sogar vier oder mehr (vgl. Abs. [0029]: ,Some embodiments of the inven-
tion having up to four or more semiconductor dice provide complete exposure of
all bond pads.”). Dem Fachmann stellt sich damit die fur ihn leicht zu |I6sende Auf-
gabe, wie er die weiteren Halbleiterchips auf den bereits vorhandenen stapelt.
Hierzu wird er die Stapel einfach gemald der bereits vorgegebenen Regel fortset-
zen oder aber mehrfach Ubereinanderstapeln. Im Falle der Fig. 21 ergeben sich
daraus die Merkmale 9.1.3, 9.1.3.1 bis 9.1.3.7, da diese eine dritte Untereinheit
beschreiben, die in ihrem internen Aufbau gleich der ersten ist. Wird die Folge von
Chips in Fig. 21 logisch fortgesetzt, wozu auch noch nédhere Angaben zur Regel
des Ubereinanderstapelns in Druckschrift D2 angegeben werden (vgl. Abs. [0073]:
JAS illustrated in drawing FIGS. 21 and 22, semiconductor dice 60B and 60C are
offset in a reverse direction from semiconductor die 60A, and semiconductor die
60D is offset in a positive direction from underlying die 60C. lllustrated in drawing
FIG. 21, semiconductor dice 60C and 60D are both rotated 180 degrees relative to
semiconductor dice 60A and 60B, so that their bond pads 54C and 54D face in an
opposite direction from bond pads 54A and 54B.”), so ergeben sich aus dem Er-
gebnis auch die Merkmale 9.7.1 bis 9.7.5 in Analogie zu den Merkmalen 9.5.1 bis
9.5.5, da die dritte Untereinheit auf der zweiten Untereinheit in der gleichen Weise

angeordnet ist, wie die zweite Untereinheit auf der ersten.

Merkmal 9.8 beansprucht ein direktes elektrisches Verbinden der ersten Trager-
kopplungsstellen mit den flinften elektrischen Kopplungsstellen jeweils Uber einen

Bonddraht, was nicht ohne weiteres der Druckschrift D2 entnommen werden kann.
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Jedoch ist es nahezu unvermeidbar, die nach dem Stapeln einer dritten Unterein-
heit vorhandenen funften Kopplungsstellen mittels eines Bonddrahtes mit Trager-
kopplungsstellen zu verbinden, welche wiederum auf der rechten Seite des Tra-
gers, also auf der Seite der ersten Tragerkopplungsstellen liegen. Abhéngig da-
von, ob die elektrischen Signale, welche an die ersten und funften Kopplungsstel-
len der Halbleiterchips Ubertragen werden sollen, gleich oder unterschiedlich sind,
wird der Fachmann diese beide mit den ersten Tragerkopplungsstellen verbinden,
wie dies beispielsweise auch in Fig. 3 der Druckschrift D1 fur die Bonddréhte (45a,
45b, 45c; 55a, 55b, 55c¢) gezeigt wird, bzw. fir die Verbindung mit den flnften
Kopplungsstellen weitere Tragerkopplungsstellen ausbilden. Das Merkmal 9.8
ergibt sich somit fir den Fachmann aus den jeweiligen Gegebenheiten und Zweck

des Chipstapels.

Fur den Verlauf der Herstellung des Chipstapels wéare es fir den Fachmann wiin-
schenswert, zunachst alle Halbleiterchips Ubereinander zu stapeln und dann die
Chips zu bonden. Auf Grund der Uberragungen beim in Fig. 21 der Druckschrift
D2 gezeigten und auch beim sich in der Fortfihrung ergebenden Chipstapel ist
eine solche Vorgehensweise jedoch nicht moglich und der Fachmann wird ange-
halten, die Chips vor dem Aufstapeln eines Uberragenden Chips drahtzubonden
(vgl. Abs. [0076]: ,Where the bond pads 54 of a die 60 are overhung by a portion
of another semiconductor die, those bond pads may be wire-bonded to the sub-
strate 70 prior to mounting the overhanging die in the stack 61.”). Der Fachmann
hat nun eine Vielzahl von Mdglichkeiten, wie er stattdessen vorgehen kann. Eine
davon ist, die Chips paarweise aufzubringen, wie dies in Druckschrift D6 gemacht
wird. Fur diesen Fall sind die spater tUberragten Kontaktstellen nach dem Aufbrin-

gen des Paares zum Drahtbonden immer noch uneingeschréankt zuganglich.

Druckschrift D6 beschreibt die Herstellung eines Chipstapels aus mehreren Halb-
leiterchips (siehe Fig. 7), bei dem Kontaktstellen fir die Drahtverbindung zum Tra-
ger (720) ebenfalls von einem weiteren Chip Uberragt werden (siehe, wie die

Chipkontaktstellen der unteren Bonddrahte 724 beispielsweise durch den dritten
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Chip 714 uberragt werden). Dabei werden zundchst Paare gebildet, welche dann
Ubereinandergestapelt werden (vgl. Abs. [0034]: ,,Once the integrated circuit pair
200 is formed, the integrated circuit pair 200 may be stacked with other integrated
circuit pairs. Once stacked, wire bonding may be performed. Details regarding
forming an integrated circuit stack are provided with reference to FIG. 7.”). Diese
Art der Stapelung wird genutzt, weil die Chips eines Paares durch einen Flip-Chip-
Bondvorgang miteinander verbunden werden. Die Verbindung mit einem Bond-
draht ist jedoch nur eine Alternative zum Flip-Chip-Bonden, so dass sich das in
Druckschrift D6 beschriebene Verfahren, zunachst ein elektrisch verbundenes
Paar von Halbleiterchips zu bilden und dieses Paar dann auf einen Tréger oder
andere aufgestapelte Halbleiterchips aufzubringen, fur den Fachmann auch fur
diese Form der elektrischen Verbindung anbietet. Dies trifft vor allem dann zu,
wenn der eine der beiden Chips nahezu ausschliel3lich Verbindungen zum ande-
ren Chip aufweist und die Paare jeweils identisch zueinander sind, wie dies bei
Speicherbausteinen der Fall ist. Ein solches paarweises Aufbringen ist somit auch
fur den Stapel in Fig. 21 der Druckschrift D2 naheliegend, zumal dieser auch in
zwei, bei seiner Verdoppelung dann in vier Paare zerféllt, innerhalb derer die Kon-
taktstellen sich immer am gleichen Rand des Chips befinden, wahrend sie sich bei

den Chips des dartberliegenden Paars am gegeniberliegenden Rand befinden.

Damit ergeben sich auch die Merkmale 9.3, 9.5 und 9.7 fir den Fachmann in na-
heliegender Weise aus dem Stand der Technik, so dass er insgesamt zum Verfah-
ren des Anspruchs 9 des Hilfsantrags | kommt, ohne erfinderisch tatig werden zu

missen (8 4 PatG). Das Verfahren des Anspruchs 9 ist somit nicht patentfahig.

6.3. Der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hilfsantrags Il wird von Druckschrift
D6 neuheitsschadlich vorweggenommen (8 3 PatG). So offenbart diese Druck-
schrift in Ubereinstimmung mit dem Wortlaut des Anspruchs 1 des Hilfsantrags Il

eine
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1. Anordnung von Halbleiterchips (siehe Fig. 7) mit integrierter Schaltung (vgl.
Abs. [0001]: ,The present invention relates generally to stacking integrated cir-

cuits,...”), umfassend

1.1 einen Stapel (stack 700) mit einem ersten Halbleiterchip (second integrated
circuit 718) und einem zweiten Halbleiterchip (first integrated circuit 716), der auf

dem ersten Halbleiterchip (718) angeordnet ist,

1.2 wobei der erste Halbleiterchip (718) eine erste Oberflache (oben) und eine

zweite Oberflache (unten) aufweist,

1.3 wobei eine erste elektrische Kopplungsstelle (wire bond pad 108 in Fig. 1B)

auf der ersten Oberflache (oben) des ersten Halbleiterchips (718) angeordnet ist,

1.4 wobei der zweite Halbleiterchip (716) eine erste Oberflache (unten) und eine
zweite Oberflache (oben) aufweist,

1.5 wobei eine zweite elektrische Kopplungsstelle (wire bond pad 106 in Fig. 1A)
auf der ersten Oberflache (unten) des zweiten Halbleiterchips (716) angeordnet

ist,

1.6 wobei der zweite Halbleiterchip (716) auf den ersten Halbleiterchip (718) ge-
stapelt ist, derart, dass die erste Oberflache (oben) des ersten Halbleiterchips
(718) und die erste Oberflache (unten) des zweiten Halbleiterchips (716) einander
zugewandt sind (vgl. Abs. [0029]: ,FIG. 2 depicts a top view of an integrated circuit
pair 200 formed by the first and second integrated circuits 102, 104 depicted in
FIG. 1. To assemble the integrated circuit pair 200, the first integrated circuit 102
is rotated 90 degrees (this rotation was already depicted in FIG. 1A) and flipped in
relation to the second integrated circuit 102. By flipping the first integrated circuit
102, the active surface of the first integrated circuit 102 may be facing the active

surface of the second integrated circuit 104.”) und die erste elektrische Kop-
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plungsstelle (108) an der ersten Oberflache (oben) des ersten Halbleiterchips

(718) zumindest teilweise freiliegt (siehe Fig. 2), und

1.7 wobei die erste elektrische Kopplungsstelle (108) und die zweite elektrische
Kopplungsstelle (106) direkt elektrisch verbunden sind (siehe Fig. 1A und 1B; dort
gibt es erste elektrische Kopplungsstellen 108, welche Uber interne Kontaktstellen
110 und 112 mit einer zweiten elektrischen Kopplungsstelle 106 verbunden sind,
so beispielsweise die zweite erste elektrische Kopplungsstelle 108 von oben so-
wohl links als auch rechts mit der zweiten zweiten elektrischen Kopplungsstelle
106 unten von links bzw. der funften zweiten elektrischen Kopplungsstelle 106
unten von rechts. Vgl. Abs. [0027]: ,The interconnections may connect the wire
bond pads 108 to appropriate interior solderable chip pads 110, 112. As a result of
the interconnections, the signals needed on the first integrated circuit 102 may be
supplied through the wire bond pads 108 on the second integrated circuit 104

when the first and second integrated circuits 102, 104 are connected together.”);

1.8 und weiter umfassend einen Halbleiterchipaufbau (second integrated circuit
714), der auf dem zweiten Halbleiterchip (716) des Stapels (700) angeordnet ist,
derart, dass eine Ausnehmung (siehe die Ausnehmung zwischen den Chips 718
und 714) gebildet ist, wobei

1.9 die erste elektrische Kopplungsstelle (108) auf der ersten Oberflache (oben)
des ersten Halbleiterchips (718) in der Ausnehmung angeordnet ist (siehe die Po-
sition des Bonddrahtes 724 in Fig. 7 und vgl. Abs. [0053]: ,As seen in FIG. 7, the
first integrated circuit 716 in the third integrated circuit pair 706 may provide spac-
ing between the second integrated circuit 714 in the second integrated circuit pair
704 and the second integrated circuit 718 in the third integrated circuit pair 706.
Likewise, the first integrated circuit 712 in the second integrated circuit pair 704
may provide spacing between the second integrated circuit 710 in the first inte-
grated circuit pair 702 and the second integrated circuit 714 in the second inte-
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grated circuit pair 704. This spacing may provide clearance for the wire bonds 724

to reach the substrate 720 without obstruction.”).

Aus den in den Fig. 1A und 1B gezeigten Verbindungen ergibt sich demnach, dass
einige in den Ecken der Chips angeordnete Kopplungsstellen der beiden Chips
Uber elektrische Leitungen miteinander verbunden sind. Solche Leitungen stellen
direkte Verbindungen im Sinne der Anmeldung dar, denn auch in der Figur 1A der
vorliegenden Anmeldung erfolgt die Verbindung, welche als direkt bezeichnet wird,
Uber ein leitfahiges Element (120; vgl. S. 5, Z. 7 bis 13 der geltenden Beschrei-
bung zu Hilfsantrag Il: ,Der Stapel 102 weist ferner ein leitfahiges Element 120
auf, das bei dem in Fig. 1(A) gezeigten Ausfuhrungsbeispiel fur eine direkte elek-
trische Verbindung der ersten elektrischen Kopplungsstelle 110 des ersten Halb-
leiterchips 104 und der zweiten elektrischen Kopplungsstelle 118 des zweiten
Halbleiterchips 112 vorgesehen ist.“). Da somit der Gegenstand des Anspruchs 1
des Hilfsantrags Il keine weiteren in Druckschrift D6 nicht offenbarten Merkmale

aufweist, ist er deshalb nicht neu (8§ 3 PatG) und damit nicht patentfahig.

6.4 Anspruch 1 des Hilfsantrags lll ist identisch zu Anspruch 9 des Hilfsantrags |
und damit wie dieser zu beurteilen. Dies bedeutet, dass das in ihm beanspruchte
Verfahren auf keiner erfinderischen Téatigkeit des Fachmanns beruht (§ 4 PatG)

und damit nicht patentfahig ist.

6.5 Der zu Anspruch 9 des Hilfsantrags | nebengeordnet Anspruch 1 des Hilfsan-
trags | sowie die den selbstandigen Anspriichen der unterschiedlichen Antrage
untergeordneten Anspruche fallen auf Grund der Antragsbindung mit den in den
Punkten 6.1 bis 6.4 erlauterten Anspriichen (vgl. BGH GRUR 2007, 862, 863,

Tz 18, ,Informationstibermittlungsverfahren I1¥).

7. Bei dieser Sachlage war die Beschwerde der Anmelderin zuriickzuweisen.
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lll. Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht der Beschwerdefuhrerin das Rechtsmittel der
Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen
hat, ist sie nur statthaft, wenn einer der nachfolgenden Verfahrensméangel gertgt
wird, namlich

1. dass das beschlieBende Gericht nicht vorschriftsmaRig besetzt
watr,

2. dass bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der
Auslbung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder
wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,

3. dass einem Beteiligten das rechtliche Gehdr versagt war,

4. dass ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Geset-
zes vertreten war, sofern er nicht der Fihrung des Verfahrens aus-
dricklich oder stillschweigend zugestimmt hat,

5. dass der Beschluss aufgrund einer mundlichen Verhandlung er-
gangen ist, bei der die Vorschriften (iber die Offentlichkeit des Ver-
fahrens verletzt worden sind, oder

6. dass der Beschluss nicht mit Griinden versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Be-
schlusses

schriftlich durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als
Bevollmachtigten beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, ein-
zureichen oder

durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmach-
tigten in elektronischer Form bei der elektronischen Poststelle des BGH,
www.bundesgerichtshof.de/erv.html. Das elektronische Dokument ist mit einer
prufbaren qualifizierten elektronischen Signatur nach dem Signaturgesetz oder mit
einer prufbaren fortgeschrittenen elektronischen Signatur zu versehen. Die Eig-
nungsvoraussetzungen fur eine Prufung und fir die Formate des elektronischen
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Dokuments werden auf der Internetseite des Bundesgerichtshofs
www.bundesgerichtshof.de/erv.html bekannt gegeben.

Dr. StroRner Dr. Friedrich Dr. Zebisch Dr. Himmelmann
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